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Siu >V, diode passante
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Siu >0, diode passante
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u V,: tension thermique
_ T : température (K)
VO =kT / € k:Constante de Boltzmann
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n: facteur de qualité
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LED : Light-Emitting Diode
DEL : Diode électroluminescente
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V,: tension de polarisation
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PARAMETRES IMPORTANTS :
- Vi Liaxs Viwax - Bande_—p'assante / temps_ de réponse
- P_: puissance totale dissipable - Capacité (souvent parasite)
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- I, : intensité lumineuse sur I'axe
- o demi-angle (directivité)
-1 : rendement de conversion
o __Nbphotons émis
:.'" Nb électrons
" - A :longueur d’onde d’émission
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Montage simple =
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- Bande-passante limitée
Capacité intrinseque de la photodiode
s - Sensible a 'impédance d’entrée
du montage aval
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Montage transimpédance s= Ry, -
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+ Bande-passante améliorée
+ Moins sensible a la capacité
intrinséque de la photodiode

- Apparition d'une résonance
Gain-peaking / ALI
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